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Темновой ток полупроводниковых фотокатодов на основе p-GaAs и других соединений А3В5 обусловлен тепловой генерацией электронов через поверхностные состояния [1]. Высокая концентрация электронных ловушек в эпитаксиальных слоях p-GaN, выращенных на лейкосапфире, может приводить к тому, что в темновом токе p-GaN(Cs,O) фотокатода появится нестационарная «объёмная» компонента, обусловленная термическим выбросом электронов с глубоких донорных центров. Мы исследовали кинетику эмиссионного тока 
p-GaN(Cs,O) фотокатода после прекращения освещения и установили, что такая компонента существует и имеет значительную величину. Для экспериментов использовался планарный фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) с полупрозрачным p-GaN(Cs,O) фотокатодом, двумя микроканальными пластинами и анодом. Фотокатод состоял из нелегированного AlN – слоя и сильнолегированного p-GaN:Mg - слоя толщиной около 100 нм, последовательно выращенных на подложке из лейкосапфира с ориентацией (0001) методом 
МОС – гидридной эпитаксии. После предварительной химической очистки фотокатод устанавливался в многокамерную установку с экстремально высоким вакуумом. После термической очистки и охлаждения фотокатод активировался цезием и кислородом до достижения максимальной квантовой эффективности (QE). Максимальная QE исследованного фотокатода, равная 30%, достигалась при ħω = 5.4 эВ. После активирования фотокатод переносился в другую камеру с экстремально высоким вакуумом, где герметично соединялся с предварительно обезгаженным корпусом ФЭУ.

Были изучены: (1) температурные зависимости «истинного» темнового тока и его нестационарной компоненты, связанной с термическим опустошением глубоких доноров; (2) кинетика нестационарной фотоэмиссии при различных температурах; (3) зависимости темнового тока и его нестационарной компоненты от тянущего электрического поля; (4) энергетические распределения эмитированных электронов.

Полученные результаты позволили установить энергетическое положение глубоких доноров, «ответственных» за возникновение нестационарной компоненты эмиссионного тока и показать, что эти доноры не расположены на поверхности фотокатода.
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